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Hersteller: VEB Mikroelektronik ,,.Bruno Baum” Zehdenick

Isolierscheiben flr Transistoren der Gehdusebauform S0T=32; TO0=126; Hl1 nach

JGL 26 _713/09 i

Bild 1i: Abmessungen

Bezeichnung: Z 230 13,0 x 10,0 x 0,04 « 0,06 mm

Werkstoff: Blockglimmer (Muskowit)



Technische Werte fir Blockglimmer (Muskowit)

Eigenschaften Kennwerte Einheit
Dichte _ 2,75 bis 3,0 gfce>
Hirte nach Mohs 2 bis 2,5

Kalzinationspunkt 600 bis BOO %
Whrmeausdehnungskoeffizient 3. 10'5 grd -1
Dielektrizitétskonstante 2,5 bis 4,7

Dielektrischer Verlustfaktor 2 bis 10 . 1074
Spannungsfestigkeit bei 60 bis 7O KV/mm
1 mm Dicke

Glimmentladungen unempfindlich

tidrmewiderstand 1) 0,8 bis 2;4 K/
(ohne Wirmeleitpaste)

Warsewiderstand ) 0,4 bis 1,45 K/

(mit &rmeleitpaste)

Weitere HKennwerte siche TGL 14 804

1)

Die Angaben zum Wirmewiderstand erfolgen suf der Grundlage von im VEB Halbleiterwerk

Frankfurt/0der vorgenommenen Messungen. Die relstiv groBe von/bis=Spanne resultiert aus
Messungen bei unterschiedlich groBen Warmeiiberganagsfléchen,

Uie reBergebnisse sind nicht Bestandteil der TGL 14 884 und tragen damit unverbindlichen

Charakter.
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